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１．概要（Summary） 

本研究では、SiO2/Si 基板や石英ガラス基板の気相フ

ッ酸（Vapor Hydrogen Fluoride: VHF）エッチングにお

ける Au/Ti 膜のエッチング促進効果について評価を行っ

た。結果として、Au/Ti 膜エッジ近傍においては、通常の

SiO2の VHF エッチングと比較し、およそ 18 倍の速度で

SiO2 のエッチングが進行することがわかった。VHF エッ

チングにおいて、Au/Ti膜が、SiO2のエッチングを促進す

る効果を有することが明らかとなった。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ 気相フッ酸エッチング装置 
・ ブレードダイサー 
【実験方法】 

Au/Ti 膜が SiO2/Si 基板や石英ガラス基板の VHF エ

ッチングに与える影響について研究を行った。なお、

SiO2/Si 基板の小片試料作製はハンドダイシングで行い、

石英ガラス基板の小片試料作製ではブレードダイサーを

用いた。以下では、Au/Ti 膜が SiO2/Si 基板の VHF エッ

チングに与える影響の評価に焦点を絞り説明する。 
Au/Ti 膜が SiO2/Si 基板（酸化膜膜厚: 280 nm）の

VHF エッチングに与える影響の評価するために、電子ビ

ームリソグラフィー，蒸着，リフトオフプロセスを用いて、

Au/Ti 膜からなるラインアンドスペース（L/S）パターンの作

製を行った。Au/Ti 膜のライン幅は、20 µm, スペースは

1.5 µm であった。また、Au 膜，Ti 膜の膜厚は、それぞれ

95 nm, 5 nmとした。その後、Au/Ti L/S構造を有する SiO2

基板の VHF エッチングを、気相フッ酸エッチング装置を

用いて行った。HF の加熱温度は、40 ˚C とした。また、本

研究では、エッチング速度の比較試料として、Au/Ti L/S
構造の無い SiO2/Si 基板のエッチングも行った。 
エッチング速度は、走査電子顕微鏡（Scanning 

Electron Microscope:  SEM）を用いて、Au/Ti L/S 構

造近傍直下，或いはAu/Ti L/S構造のスペース中央直下

の Si 基板上の SiO2膜の厚さを計測することで評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1 に、30 秒の VHF エッチングを行った Au/Ti 
L/S 構造を有する SiO2/Si 基板の SEM 写真を示す。

Au/Ti 膜が SiO2膜に沈み込んでいるのが観察できる。 
 エッチング時間と SiO2 膜減少量からエッチング速度を

算出した。Au/Ti L/S構造近傍直下，Au/Ti L/S構造スペ

ース中央直下，Au/Ti L/S 構造の無い SiO2膜のエッチン

グ速度は、それぞれ 3.6 nm/sec, 1.6 nm/sec, 0.2 
nm/sec であった。Au/Ti 膜エッジ近傍においては、通常

の SiO2の VHF エッチングと比較し、およそ 18 倍の速度

でエッチングが進行し、Au/Ti膜がSiO2のエッチングを促

進する効果を有することがわかった。 
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Figure 1: SEM image of Au/Ti pattern and SiO2 
/Si substrate after VHF etching for 30 sec. 


